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简讯

８０８nm/９７６nm高效率、高功率半导体激光芯片

　　高效率、高功率半导体激光器及其抽运的全固态激光器和光纤激光器是激光系统中的核心元器件,具有

体积小、重量轻、输出功率高、性能稳定和寿命长等优点,广泛应用于医疗美容、先进制造、娱乐显示、激光抽

运、安全防护等领域.高功率半导体激光芯片是整个激光产业链的基石与源头,是战略新兴产业的技术核心

与瓶颈.目前国内中高端半导体激光芯片主要依赖进口,市场需求旺盛,因此开展高端半导体激光芯片自主

研究具有十分重要的意义.
中国科学院西安光学精密机械研究所经过技术攻关,在高功率、高效率半导体激光芯片研究方面取得了

重要进展.研究团队提出了自主的高损伤阈值激光腔面处理技术,解决了制约半导体激光器峰值功率进一

步提高的最大技术瓶颈———腔面光学灾变损伤(COMD),实现了高真空腔内腔面清洁、腔面钝化和腔面镀

膜一体化的工艺技术.解决了高效率、高功率激光芯片设计技术难题,实现了极低损耗(０．６３cm－１)的外延

结构设计.建立了完整的高功率半导体激光芯片工艺研制平台,开发出晶圆在线监测、低应力介质与金属薄

膜、高稳定腔面膜制备等一系列核心工艺技术.成功研制了４款高效率、高功率芯片,其中,８０８nm 巴条连

续输出功率大于１５０W,器件的电光转换效率高达６６％(２５℃);９７６nm 巴条连续输出功率大于２００W,器
件的电光转换效率大于７２％(２５℃);８０８nm/９７６nm 单巴条准连续峰值输出功率均大于６００ W(占空比

８％).上述指标均达到国际先进水平.

图１　(a)８０８nm 巴条和(b)９７６nm 巴条半导体激光芯片输出功率及电光转换效率特性曲线

Fig．１　OutputpowerandelectroＧopticalcharacteristiccurvesoflaserdiodearrayswith(a)８０８nmbarsand(b)９７６nmbars

图２　(a)８０８nm 巴条和(b)９７６nm 巴条半导体激光芯片峰值功率特性曲线(准连续波,６００W,占空比８％)

Fig．２　Peakpowercurvesoflaserdiodearrayswith(a)８０８nmbarsand(b)９７６nmbarsunder８％ dutyＧcycle
(quasiＧcontinuouswave,６００W)
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